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はじめに グラフェンはガイム博士らのグループ

による単層膜作製の成功以来、材料科学のみならず

物性物理学の分野で次世代の材料として注目され

ている。現在、均一で大面積のグラフェンの作製に

向けて、炭化ケイ素から選択的にSiを除く方法、あ

るいは化学蒸着法などが検討されている。 

我々は、これまで制御性良くグラフェン膜を作製

する試みとして、Ni金属を触媒として用い、パルス

アークプラズマ蒸着（PAPD）法を用いたSi基板上

へのグラフェン膜成長について検討を行ってきた

[1,2]。 

今回、さらにデバイス応用を目指して、触媒金属

のNi膜を除去した構造のSi基板上へのグラフェン

形成について検討したので報告する。 

 

実験 図１に示すように、SiO2/Si(111)上に20～

50nmの膜厚のNi金属を成膜した基板上へ減圧下、

常温で、PAPD法によりカーボン（C）薄膜を蒸着し

た。蒸着は、100V、50パルス（1パルス/秒）の条件

で行った。蒸着後、N2雰囲気中、800～900℃、5分

間のアニール処理を行った後、Ni膜を湿式エッチン

グにより除去した。得られた膜の評価はラマン分

光、XPS、SEM、TEMにより行った。 

 

結果及び考察 図２に試料を900℃でのアニール処

理後、及びNi膜エッチング後のラマンスペクトルを

示す。アニール処理後の試料において、Gピーク

(1589cm
-1

)と2Dピーク(2699cm
-1

) が見られ、これら 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

のピークから表面にグラフェン層が形成されてい

ることが分かる。また、ピークはNi膜エッチング後

においても見られ、SiO2上にグラフェン層が形成さ

れていることが分かる。 

また、800℃でアニール処理した試料においては、

アニール後に２Dピークが見られたが、Ni膜エッチ

ング後にピークは見られなかった。 

以上、グラフェンの形成はカーボンのNi中への拡

散およびNi表面への析出によって生じるため、Ni

膜の膜厚やアニール条件に強く依存することが明

らかになった。 
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図１ 試料構造 

 

図２ C/Ni/SiO2/Si構造のラマンスペクトル 
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